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SYMBOL. MILLIMETER
MIN | NOM | MAX
A 3.60 | 3.80 | 4.00
Al 051 __ —
A2 320 | 330 | 340
A3 1.55 | 1.60 | 1.65
b 044 | __ | 052
bl 043 | 046 | 0.49
Bl 1.52REF
C 025 | _ 0.29
cl 024 | 0.25 | 0.26
D 9.15 | 925 | 935
El 6.25 | 635 | 6.45
e 2.54B5C
eA 7.62REF
eB 7.62 | _ | 930
eC 0 — | 0.84
L 300 | _
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max | 1.20 |0.2b |4.90 4. 00 6. 00 1. 32 0.45 1.15 0. 80
mn | typ [1.10 | 0.20 |4.70 3. 80 5. 00 1.27 0.40 1. 06 / ?;ng
min | 1.00 |0.15 |4.50 3. 60 b. 80 1.22 0.35 0.95 0. 40 .
max | 47 10 193 157 236 52 18 45 31 .
mil | typ | 43 8 185 150 232 50 16 41 / (rzf)
min | 39 6 177 142 228 48 14 37 16
www.refsemi.com.cn V1.3 Mixed-Signal Device Expert!

7


http://www.refsemi.com.cn/

REF7308

SMD-8C—H.Av7. (mm)

A
&E’EF SETTN

D MILLIMETER

/ \ SYMBOL 0N | nOm | MAX
¥ ¢ .25 A 33 - 37
A3 { Fiz Al 01 | - | 03
tAZ A L A2 32 | 33 | 34
i L A3 | 155 | 16 | 166
- B1- } b 0.44 - 052
Al bl b1 | 043 | 0.46 | 0.49
i i B | 149 | 152 | 155
- el Toe i ,///:"11‘1‘ B1 15 | - | 158
B2 | 098 | - | 105
E é % BASE'METAL  WITH PLATING - 025 | -~ o029
SECTION B-B c1 | 024 | 025 | 026
D | 915 | 925 | 935

o e 2 54BSC

B el 5 08BSC
(: El b D T E | 945 | 965 | 9.85
:/ 7 ot f E1 625 | 6.35 | 645
BASE’ METAL WITH PLATING L 092 | - [112

L1 1 65REF
E SECTION A-A 8 0 | - | 8

TRIIT B 3 1A PR 7] Ok B BSOS AOBUR, AN S5 AT 38R, % 77 46N BRI SR BT AR B2
Bl IFRIEAI SRS B T e B o

TRYIT R A BR 2w R R L7 b F AR5 IR B I AT AR AT 504, K05 SR
FHREF i LK) it HEAT 2R 8 BETT AVBELISE I 38 57 % b I RIS i, DA S B SR GO ]
Aei RN SO FE B P 0. PR Te RS, J mR RN B A AT 7 i |

7/

www.refsemi.com.cn V1.3 Mixed-Signal Device Expert! 8


http://www.refsemi.com.cn/

	概述

	定购信息

	

	特点

	

	典型应用

	

	

	
	引脚图

	

	绝对最大额定值

	

	
	

	功能引脚说明

	

	

	

	

	输出功率推荐表

	

	

	

	

	

	

	 

	

	

	

	系统框图

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	电气参数表

	     

	

	

	

	

	注：规格书典型值由设计、测试或统计分析保证。

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	封装说明

	

	
	声明

	深圳市基准半导体有限公司保留更改规格的权利，恕不另行通知，客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和最新。

	深圳市基准半导体有限公司对任何将其产品用于特殊目的的行为不承担任何责任，买方有责任在使用REF品牌的产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失。

	产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！

	





